OEM: Siemens BU110 Datasheet

BU 110

NPN-Leistungsschalt-Transistor
fdr Fernseh-Horizontal-Ablenk-Endstufen

BU 110 ist ein dreifach-diffundierter NPN-Silizium-Hochstromschalttransistor im
Gehause 3 A2 DIMN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch ver-
bunden. Der Transistor ist besonders fir den Einsatz in Horizontal-Ablenk-Endstufen
nach dem Pumptransistorprinzip geeignet.
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Gewicht etwa 16,5 g hMake in mm Glimmerscheibe
Grenzdaten
Kollektor-Emitterspannung Yeen 160 | ¥
Kollektor-Basisspannung Uene 330 W
Emitter-Basisspannung Uena ] W
Kollektorspitzenstrom  F— 8 A
Basisspitzenstrom Ig mas 2.5 A
Sperrschichttemperatur [ 150 il
Lagertemperatur i 150 *C
Gesamtverlustleistung (Tg = 75°C) Pt 25 W
Wirmewiderstand
Kollektorsparrschicht-Transistorgehause Fenaa | =3 | grd 'W

http://www.semicon-data.com/



http://www.semicon-data.com/

http://www.semicon-data.com/

OEM: Siemens BU110 Datasheet
BU 110

Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Tepn = 20 mA) Utan) cea = 160 W
Kaollektor-Basis-Durchbruchspannung
(Icgs = 1 mA) Uiamces = 330 v
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Lfege = 330 V: Ty = 150°C) Ices <15 mé
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung
(I =6 A: Ig =075 A) Uer ar < 1,6 W
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
{IC =E"'5':'FB =0.?5 '&} UBE;M {1-5 W
Statische Stromverstarkung
{IC=EAZUCE=1.5U} a - 8
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Transitfraquenz
(I = 200 m&; Uee 10V) Iy 156 MHz
Schaltzeit
(Ic =8 A Iy = Jga =1 A Ugg =12 V) I 1 (3
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